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熱伝導率を制御する熱スイッチは、エネルギーの高効率生成・利用や様々な環境適合型デバイ

スの創出に貢献できると考えられる。我々は、可逆的な水素化・脱水素化によって金属と半導体

の間で変化するスイッチングミラー薄膜 1,2）に注目し、電気特性・光学特性と熱伝導率の in-situ

解析を行ってきた。水素化・脱水素化は電解液中で電気化学的酸化還元を行う方法と、Ar-H2(3%)

ガス中で表面から水素をインターカレートする方法がある。どちらも薄い Pd層を触媒としてスイ

ッチングミラー薄膜表面に成膜する必要がある。Y-Mg薄膜に関する電気化学的水素インターカレ

ーションに伴う熱伝導率変化に関しては、2019年第 80回秋季学術講演会等で報告した 3)。今回は

ガスクロミック反応による Y-Mg4)並びに Ni-Mg5)薄膜の熱伝導率の変化を裏面加熱・裏面測温型パ

ルス光加熱ピコ秒サーモリフレクタンス法で解析し、熱伝導率と電気伝導率との相関関係を調べ

た。当研究チームで解析してきた透明導電膜等の様々な薄膜のデータとともに、熱伝導率を電気

伝導率の関数として下図に示す。 
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